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Рассмотрено влияние температур на работу зарядочувствительного усилителя (ЗЧУ), предназначенного для использования в 
многоканальных микросхемах считывающей электроники, и приведены результаты моделирования. 

Специализированные многоканальные микросхемы первичной обработки информации, в 
которых первым каскадом используется ЗЧУ, должны работать в очень широком диапазоне 
температур. Ввиду этого было исследовано влияние температуры на работу ЗЧУ [1], а также для 
сравнения приведены результаты моделирования ЗЧУ [2], уже применяемого в рабочих образцах 
подобных микросхем. 

На рисунках 1 а и 1 б представлены схемы электрические принципиальные для сравнения 
рабочей и модернизированной версий. 

На рисунке 2 представлен результат моделирования рабочего (старого) ЗЧУ. Моделирование 
проводилось в диапазоне температур от -40 до +100°С. На вход подавался короткий токовый сигнал с 
зарядом -0,4 пКл.  При повышении температуры наблюдается сглаживание пика сигнала, что может 
плохо отразится на последующем преобразовании сигнала. Поэтому микросхемы требуют 
охлаждения для поддержания постоянной температуры работы. 

На рисунке 3 представлены результаты моделирования нового ЗЧУ. Как можно видеть из 
результатов моделирования, удаление из схемы JFET – транзистора не оказало особого влияния на 
рабочие характеристики ЗЧУ. 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема принципиальная электрическая: а) старый ЗЧУ; б) модифицированный ЗЧУ 
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Рисунок 2 – Выходное напряжение рабочего ЗЧУ при различных температурах 

 
 

Рисунок 3 – Выходное напряжение рабочего ЗЧУ при различных температурах 
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